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熱電変換材料は、熱エネルギーによって材料間に生じた温度差を、ゼーベック効果を用いて電

気エネルギーに変換する材料である。ある温度 T における熱電変換材料の性能は無次元性能指数

ZT = S2T/ρκで表され、単位温度差あたりの熱起電力 Sが大きく、熱伝導率κと電気抵抗率 ρが小

さいことが求められる。 

Am+
(12-n)/mBn+C2-

6 で表される化合物群のアージロード鉱は、一般的な熱電変換材料と比較しても

非常に低い熱伝導率 (κ < 0.5)を有している。それにより高いZTが達成されており、n型のAg8SnSe6

はアージロード鉱の中でも特に高い ZT が報告されている。しかしながら Ag8SnSe6は、不純物ド

ーピングによるキャリア密度制御の取り組みや系統的な評価は十分に行われておらず、更なる性

能向上の可能性を有している化合物である。そこで本研究では、電子ドーピングによるキャリア

密度制御および点欠陥導入による熱伝導率の更なる低減によって、熱電特性の向上を目指した。 

今回、Sn4+に対して 5価または 6 価を取りう

る Nb、Ta、Mo、Wを電子ドーパントとして選

定した。Ag8Sn1-xMxSe6 (M = Nb, Ta, Mo, W)を化

学量論比で秤量した後、石英管に真空封入し、

溶融法によって多結晶体を合成した。Fig.1 に

示すように、ノンドープと Nb及び Taドープ試

料では単相の合成に成功したが、Mo 及びWド

ープ試料ではそれぞれMoSe2とWSe2が不純物

相として含まれていることが確認された。単相

の合成に成功したノンドープとNb及びTaドー

プ試料では、XRD ピークがシフトしている事

を確認しており、電気抵抗率の温度依存性がノ

ンドープの半導体的振る舞いから金属的な振

る舞いに変化していることも確認できている。 

現在ドープ量を変化させた試料の合成にも

成功しており、熱電特性の評価を進めている。

加えて、当日の発表ではナノインデンターによ

る機械特性についても議論を行う予定である。 
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Fig.1 Powder XRD patterns of Ag8Sn1-xMxSe6 

(M = Nb, Ta, Mo, W; x=0.025) 
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